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С постоянно увеличивающейся степенью интеграции 
и повышением функциональности полупроводниковых 
приборов все более актуальной становится защита их от 
выхода из строя при воздействии статического электриче-
ства или наводимых помех. Так, неисправность какой-либо 
ключевой микросхемы приводит к выходу из строя всего, 
зачастую очень дорогого, оборудования, а в ответствен-
ных применениях — и к техногенной катастрофе.

Электростатические разряды и помехи могут быть как 
естественного, так и искусственного происхождения. К 
естественным можно отнести, например, разряды мол-
ний, сильно электризуемые стены и полы помещений, 
самого человека, который в соответствующей одежде и 
обуви может нанести ущерб электронным компонентам. 
Против воздействия естественных причин разработа-
но много мер, к которым относятся введение экранов, 
использование токопроводящих материалов для зданий 
и одежды, заземляющих браслетов, специального паяль-
ного оборудования и т.д.

Электромагнитные помехи искусственного проис-
хождения вызываются функционирующей электронной 
аппаратурой. К ним относятся переходные процессы в 
приборах, неправильная трассировка СВЧ-трактов, комму-
тационные процессы в реактивной нагрузке и т.п. 

Все эти возмущения электромагнитной среды оказыва-
ют негативное воздействие на амплитуду и форму обра-
батываемых и передаваемых сигналов, вплоть до возник-
новения перенапряжений, перекрывающих допустимые 
параметры для компонентов. Как результат, микросхемы 
могут временно потерять работоспособность или выйти 
из строя.

Компания STMicroelectronics выпускает широкий 
спектр защитных приборов, позволяющих во многом 
устранить проблемы электростатики. К ним относятся 
ограничители выбросов напряжения (transient voltage 
suppressors — TVS), т.е. специальные диоды — трансилы 
(Transil™), имеющие очень быстрое время срабатывания, 
и шунтирующие диоды, называемые трисилами (Trisil™). 
ST также производит компоненты, защищающие линии 
передачи информации и телекоммуникационные инте-
гральные схемы. Основными достоинствами всех защит-
ных приборов являются миниатюрные габариты и низкие 
емкости, позволяющие передавать сигналы без искаже-
ния их формы. 

Рассмотрим подробнее группы защитных приборов, 
выпускаемых компанией.

Трансилы действуют подобно стабилитронам, огра-
ничивающим выбросы напряжения в защищаемых цепях. 
Они могут быть как одно-, так и двунаправленными. 
Основным показателем, характеризующим параметры 
трансилов, является коммутируемая (клампируемая) мощ-
ность, которая в случае дискретных приборов делится на 
5 подсемейств: 200 Вт (SM2Txxx), 400 Вт (SMAJxxx), 600 Вт 
(P6KExxx, SMBJxxx), 1500 Вт (1.5KExxx, SMCJxxx) и 5000 Вт 
(BZW50xxx). В каждом наименовании указывается также 
рабочее напряжение трансилов. Принцип работы трансила 
показан на рисунке 1.

Практически мгновенное срабатывание делает их при-
менение незаменимыми для защиты от электростатики 

Александр Райхман, менеджер по развитию бизнеса STMicroelectronics, ЗАО «Компэл»

Приборы защиты от перенапряжения 
компании STMicroelectronics

высокочувствительных приборов, выполненных по МОП-
технологии. 

По принципу работы трансила выпускаются и готовые 
микросхемы, предназначенные для защиты линий пере-
дачи данных и высокоскоростных интерфейсов, таких как 
USB, DVI, HDMI, SATA и др. 

Например, для защиты высокоскоростного интер-
фейса HDMI используется сборка HDMIULC6-4SC6, 
состоящая из 4-х защитных линий, выполненная в кор-
пусе SOT23-6L и имеющая схему, которая приведена на 
рисунке 2. 

Диоды этой сборки имеют очень малое время срабаты-
вания и минимальную емкость, что позволяет использо-
вать сборку также для защиты следующих высокоскорост-
ных интерфейсов:

–	 IEEE 1394a/b/ — до 3,2 Гбайт/с;
–	 USB2.0 — до 480 Мбайт/с;
–	 Ethernet — 10/100/1000 Мбайт/с.
Для защиты интерфейсов RS-232/422/423/485 использу-

ются диодные сборки серии ITAxxx в корпусе SO, которые, 
как правило, имеют подобную структуру.

Сборки ITA рассчитаны на защиту от различных фикси-
рованных напряжений, т.е. если RS-232 имеет напряжение 
физического уровня ±12 В, то для него используются сбор-
ки ITA18Bx или ITA25Bx c порогом срабатывания 18 и 25 В, 
соответственно, а для защиты RS-423 с напряжением ±6 В 
имеется сборка ITA10Bx, срабатывающая при напряжении 
выше 10 В. Последняя цифра, обозначенная как x, опреде-
ляет тип корпуса SO8 или SO20 с различным количеством 
диодов. 

Рис. 1. Формы напряжения и тока через трансил

Рис. 2. Структура диодной сборки HDMIULC6-4SC6



70

WWW.ELCP.RU

Когда напряжение на трисиле превышает допустимое 
значение, диод включается и становится коротко зам-
кнутым элементом, защищающим нагрузку от выхода из 
строя. Основным параметром трисила является комму-
тируемый ток, согласно которому выделяются 4 группы 
дискретных диодов: 30 А (SMP30xxx), 50 A (SMP50xxx), 80 
A (SMP80MCxxx) и 100 А (SMP100LCxxx). Принцип работы 
трисила показан на рисунке 4.

Основным применением является защита аналоговых 
и цифровых телефонных линий типа xDSL, T1/E1, ISDN, 
а также офисное и терминальное оборудование, где 
используются телефонные линии — телефоны, факсы, 
модемы. В качестве примера на рисунке 5 приведена 
схема защиты линии, работающей по протоколам T1/E1 
или Ethernet. 

На основе трисил-технологии компания выпускает 
широкий спектр защитных приборов для телекоммуника-
ционного оборудования, специально разработанных для 
конкретных применений.

Следует отметить, что подобные компоненты для 
защиты электрических цепей созданы не столько из здра-
вого смысла разработчиков электронных компонентов, 
сколько являются следствием регламентирующих между-
народных стандартов. Эти стандарты жестко определяют 
условия работы оборудования. Все защитные приборы 
должны удовлетворять требованиям этих стандартов. В 
настоящем обзоре не имеет смысла описывать все стан-
дарты — достаточно сказать, что их около десятка и в 
любой спецификации защитного прибора обязательно 
указываются названия стандартов, на основе которых 
разработан тот или иной тип защитного электронного 
компонента.

Следует также заметить, что в особо чувствительные 
компоненты разработчики встраивают элементы защиты 
от статического электричества. Например, очень чувстви-
тельным в этом плане является полевой транзистор, и при 
его разработке в цепь затвор-сток включаются стабили-
троны, защищающие от пробоя затвор транзистора, как 
показано на рисунке 6.

Таблица 2. Перечень специализированных сборок

Защищаемый продукт Название защиты

Телекоммуникационные реле THBTxxx

Схемы абонентского доступа LCPxxx, LCDPxxx

Телефонные линии и офисные АТС CLP30xxx

Вторичная защита для DSL-линий DSL01xxx

ISDN-интерфейс TPIxxx

T1/E1-интерфейс TPN3021

Ethernet-интерфейс ETP01xxx

Телекоммуникационные терминалы TSIxxx

Телекоммуникационные линии ТРР

Таблица 1. Продукты и их защитные компоненты

Защищаемый продукт Название защиты

Линии передачи информации DAxxx, DALCxxx

Высокочувствительное оборудование ESDAxxx, ESDALCxxx

HDMI-интерфейс HDMIxxx, HDMIULCxxx

Power over Ethernet PEP01xxx

Интерфейс RS232/422/423/485 ITAxxx

Интерфейс USB USBxxx, USBULCxxx 

Интерфейс LVDS DSILCxxx

Интерфейс DVI DVIULCxxx

Интерфейс LIN ESDLINxxx

Интерфейс SATA SATAULCxxx

Датчики средств автоматизации SPT01xxx

Рис. 3. Структура диодной сборки ITAxxB1

Рис. 4. Формы напряжения и тока через трисил

Рис. 5. Структура диодной сборки TPN3021  

Рис. 6. Структурная схема полевого транзистора STP11NK40Z (буква Z означает 
наличие стабилитронов в транзисторе)

В таблице 1 приведены основные продукты и компо-
ненты, защищающие их от электростатических перегрузок.

Использование специализированных микросхем для 
защиты соответствующих интерфейсов существенно 
повышает степень защищенности устройства, т.к. спе-
циалисты компании ST разрабатывают их оптимальным 
образом, учитывая все существующие тонкости и нюан-
сы. И, хотя подобное решение может оказаться несколь-
ко дороже, чем использование аналогичных дискретных 
приборов, однако уменьшение времени разработки и 
экономия места на плате являются существенными пре-
имуществами в пользу специализированных решений. 

Трисилы представляют собой диоды, которые в 
нормальном состоянии имеют высокое сопротивление. 

http://www.russianelectronics.ru/j/45315
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События рынка

| Окончательное соглашение об объединении NEC Electronics и Renesas Technology | 16 сентября 2009 г. япон-
ские компании NEC Electronics Corporation; Renesas Technology Corp. (Renesas); NEC Corporation; Hitachi, Ltd. и Mitsubishi Electric 
Corporation объявили о подписании окончательного соглашения об объединении бизнесов NEC Electronics и Renesas. 

      Окончательное объединение бизнесов произойдет после специального 
собрания акционеров и запланировано на 1 апреля 2010 г.

Основными направлениями деятельности компаний NEC Electronics и Renesas 
является производство полупроводниковых компонентов и, в особенности, 
микроконтроллеров. Быстрое развитие новых сегментов полупроводникового 
рынка привело к усилению конкурентной борьбы. В связи с этим целью анонси-
рованого 27 апреля 2009 г. объединения является консолидация усилий, направ-
ленных на развитие полупроводниковых технологий и повышение удовлетворен-
ности потребителей. 

Новая компания предложит более конкурентоспособные продукты в области 
микроконтроллеров, систем на кристалле и дискретных компонентов за счет объе-

динения инженерных ресурсов и лучших наработок обеих компаний. Кроме того, объединенная компания Renesas Electronics 
Corporation планирует предлагать законченные решения, удовлетворяющие самым различным требованиям заказчиков из 
всех отраслей промышленности. 

Распределение акций Renesas Electronics Corporation между основными акционерами будет следующим: NEC 
Corporation — 33,42%; Hitachi, Ltd. — 30,73%; Mitsubishi Electric Corporation — 25,14%; Japan Trustee Services Bank, Ltd. — 
1,54%.

Председателем совета директоров Renesas Electronics Corporation станет Юнши Ямагучи (Junshi Yamaguchi), ныне зани-
мающий пост президента и исполнительного директора NEC Electronics Corporation, а пост президента займет Ясуши Акао 
(Yasushi Akao), являющийся в настоящее время президентом Renesas Technology Corporation.

www.eltech.spb.ru

	
НОВОСТИ ЦИФРОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ

| Elpida представляет первый в мире модуль Mobile RAM с плотностью записи 2 Гбит |  Японская компания 
Elpida заявила, что ей удалось создать первый в мире модуль оперативной памяти DDR2, имеющий самую высокую плотность 
записи среди аналогичных модулей, предназначенных для мобильных устройств. 

Новинка построена по технологии 50 нм, работает при напряжении 1,2 В и обеспечивает скорость передачи данных 
800 Мбит/с. Она ориентирована на использование в мобильных телефонах и смартфонах верхнего сегмента, а также в 
нетбуках и MID (Mobile Internet Devices). Также устройство отмечается своей экономичностью — в режиме простоя оно 
требует лишь 1/16 часть потребляемой энергии. 

Массовое производство новых модулей памяти начнется в первой половине 2010 г. Устройство будет поставляться 
как бескорпусный кристалл для использования в корпусах, объединяющих один (SiP) или несколько (MCP) кристаллов в 
одном корпусе, а также в корпусах типа package-on-package (PoP).

www.russianelectronics.ru

http://www.russianelectronics.ru/j/45315

